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摘要(译)

本发明涉及一种制造薄膜晶体管液晶显示器的方法，包括步骤：在绝缘
基板上形成栅电极;在包括栅电极的绝缘基板上连续形成第一和第二绝缘
膜，第一绝缘膜在包括功率，压力和电极间隔的第一沉积条件下形成，
第二绝缘膜在第二沉积条件下形成，其中第二绝缘膜中的至少一个第一
沉积条件随时间连续变化;在第二绝缘膜上依次形成第一和第二非晶硅
层，形成有源层;在有源层上依次形成欧姆接触层和源/漏电极;在包括源/
漏电极的所得结构上形成保护膜。
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